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(57)  Sáng chế đề cập đến lớp phủ phản xạ thấp, tấm kính, nền kính và thiết bị chuyển hóa 
quang điện. Lớp phủ phản xạ thấp được làm thích ứng để được tạo ra trên ít nhất một bề 
mặt chính của nền. Lớp phủ phản xạ thấp màng xốp có độ dày từ 80 đến 800 nm, màng 
xốp bao gồm: hạt silic oxit mịn là chất rắn và có dạng cầu và có đường kính hạt trung bình 
từ 80 đến 600 nm; và chất kết dính chứa silic oxit làm thành phần chính và chứa nhóm kỵ 
nước, hạt silic oxit mịn được liên kết bởi chất kết dính. Lớp phủ phản xạ thấp chứa 35 đến 
70% khối lượng hạt silic oxit mịn, 25 đến 64% khối lượng silic oxit của chất kết dính, và 
0,2 đến 10% khối lượng nhóm kỵ nước của chất kết dính. Lớp phủ phản xạ thấp tạo ra độ 
tăng truyền qua bằng 1,5% hoặc lớn hơn khi được tạo ra trên nền này.
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